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Одним из наиболее успешных направлений развития солнечных элементов является 
использование многопереходных гетероструктур на основе соединений А3В5. Однако 
свойства границ раздела в гетероструктурах являются одним из определяющих факто‐
ров в работе таких устройств, что обуславливает необходимость исследования свойств 
интерфейсов.  Для  исследования  свойств  границ  раздела  гетероструктур  было  пред‐
ложено использовать метод спектроскопии полной проводимости, который заключа‐
ется  в измерении  емкости  и проводимости  в зависимости  от частоты,  температуры 
и прикладываемого напряжения. Была проведена теоретическая оценка температур‐
ной  зависимости  величин  емкости  и проводимости  с использованием  упрощенной 
модели.  В рамках  этой  модели  обедненные  области  p‐n  перехода  и GaAs/AlInP, 
AlInP/GaInP интерфейсов были представлены в виде параллельно соединенных емко‐
стей  и проводимостей.  Были  рассчитаны  эквивалентные  параллельные  емкость 
и проводимость для всей структуры. Температурные зависимости этих величин имеют 
характерные особенности, сдвигающиеся в сторону большей температуры при увели‐
чении  частоты.  Данный  сдвиг  позволяет  определить  эффективную  высоту  потенци‐
ального барьера для основных носителей заряда. 

Исходя из требований к параметрам измерений, был разработан комплекс, позволяющий 
проводить исследования в диапазоне частот от 25 Гц до 1 Мгц и в температурных пределах 
80‐325 K.  

На разработанном комплексе, были проведены измерения полной проводимости для 
структур GaInP p‐n и n‐p типа с широкозонным окном p‐AlInP и n‐AlInP, соответственно. 
Для p‐n GaInP  структуры эффективная высота потенциального барьера составила 0.6 
эВ,  тогда  как  для n‐p GaInP  потенциального  барьера  обнаружено  не было.  Получен‐
ные результаты находятся в полном согласии с теоретическим расчетом зонной струк‐
туры на границах раздела  [1]. Наличие высокого потенциального барьера для основ‐
ных носителей заряда приводит к значительному ухудшению нагрузочных характери‐
стик солнечных элементов. 

В работе [2] было предположено, что снизить величину барьера для гетероструктуры 
p‐n  типа  на основе  GaInP  возможно  при  использовании  двухслойного  окна  p‐
AlGaAs/p‐AlGaInP. Проведенные  измерения  для  данного  типа  структуры  позволили 
экспериментально  определить  эффективную  высоту  потенциального  барьера 
в 0.26 эВ,  а также  экспериментально  подтвердили  результаты  численного моделиро‐
вания [2].  
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Таким образом,  был разработан измерительный комплекс для проведения исследо‐
ваний  с помощью  метода  спектроскопии  полной  проводимости,  были  решены  про‐
блемы автоматизации и контроля. Была продемонстрирована возможность использо‐
вания  метода  спектроскопии  полной  проводимости  для  определения  величины  эф‐
фективной  высоты  потенциального  барьера  для  основных  носителей  заряда 
на границах раздела в гетероструктурах на основе GaInP.  
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